
中国科学技术大学集成电路实验中心 

工艺流程单 

基本信息 

学生学号  学生姓名  

学生电话  学生邮箱  

导师姓名  导师电话  

导师邮箱  导师签字  

工艺流程 

项目名称  

工艺流程单号 日期_导师姓名_姓名_项目名称_版本号 （例：20260922_李导_张三_XXX_V1） 

来样描述 

 

2cm × 2cm 样品一片 

衬底材料：Si 

上表面材料：SiO2 

下表面材料：SiO2 

备注：前序工艺为干法热氧长氧化硅， 

来源为中国科大微纳制造与实验中心 

（或其他前序工艺，来源集成电路实验中心万级区等其他实验室） 

是否在其他超净间处

理过 
否 是否曾曝露于非洁净环境 否 



No

. 

关键步骤示意

图 
工艺描述 

当前暴露材

料 
设备简称 洁净等级 工艺参数范围 

耗材/气体/化学

品 

工艺结束

后暴露材

料 

其他说明 

1 

 

丙酮浸洗 Si, SiO2 
WS-8-

ORG 
I/II/III -- 丙酮 -- 

使用 I级洁

净度容器

区分 

2 IPA 漂洗 Si, SiO2 
WS-8-

ORG 
I/II/III -- IPA -- 

3 DIW 漂洗 Si, SiO2 
WS-8-

ORG 
I/II/III -- DIW -- 

4 N2 吹干 Si, SiO2 
WS-8-

ORG 
I/II/III 

在台面用氮气

枪吹干 
GN2 -- 

5 

 

SiN 生长 Si, SiO2 
CVD-3-

SiN 
I 标准 Recipe SiH2Cl2, NH3 Si, SiO2, 

SiN 
 

6 

7 

 

来样加工需首先经过上述标准有机清洗流程，才可进入后续测试流程，样品洁净等级按照样品本身性质进行划分。 

 


